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Neste projeto, elaborou-se a confecção de células solares (CS) utilizando o arranjo 
semicondutor-isolante-semicondutor (SIS). As camadas de semicondutores foram compostas 
de um substrato de silício do tipo-n e p (Si(n) e Si(p)) e camada antirrefletora de dióxido de 
estanho e indium titatnium oxide (ITO), enquanto o óxido de silício serviu como camada 
isolante. Confeccionaram-se os contatos em alumínio ao invés dos comumente utilizados. 
Inicialmente foi feito o estudo dos contatos de alumínio utilizando-se (n)Si e (p)Si. Através de 
várias técnicas tentou-se formar um contato ôhmico, cuja resistência fosse mínima, em ambas 
as amostras. Para isto evaporou-se alumínio sobre os substratos, que, em seguida foram 
aquecidos em diferentes temperaturas utilizando diferentes tempos, contudo obteve-se o 
resultado desejado para o silício do tipo-n. Para a caracterização de CS, utilizando-se também 
(n)Si e (p)Si, testou-se a substituição da camada de semicondutor de SnO2 por ITO, 
depositando-o por sputtering e contatos de alumínio. Contudo não se obteve nenhum resultado 
desejável, com relação à eficiência da CS. Então foram confeccionadas CS, de (n)Si 
texturizado, com SnO2, pela técnica dominada pelo laboratório, com contatos de alumínio. Mas 
nenhum resultado ainda foi obtido. 
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